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【手続補正書】
【提出日】平成30年2月23日(2018.2.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チャネル形成領域としてシリコンを有する、ｐチャネル型の第１トランジスタと、
　チャネル形成領域として酸化物半導体を有する、ｎチャネル型の第２トランジスタと、
　第１電源電圧が供給される第１導電体と、
　第２電源電圧が供給される第２導電体と、を有し、
　前記第２トランジスタは、前記第１トランジスタと重なるように、前記第１トランジス
タの上に積層され、
　前記第１トランジスタのソース電極またはドレイン電極の一方は、前記第１導電体と電
気的に接続され、
　前記第２トランジスタのソース電極またはドレイン電極の一方は、前記第２導電体と電
気的に接続され、
　前記第１導電体は、１層または複数層の絶縁体を介して、前記第２導電体と重なる第１
の領域を有し、
　前記第１の領域は、１層または複数層の前記絶縁体を介して、前記第２の導電体と平行
に延在することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１トランジスタのゲート電極及び前記第２トランジスタのゲート電極と電気的に
接続される入力端子と、
　前記第１トランジスタのソース電極またはドレイン電極の他方及び前記第２トランジス
タのソース電極またはドレイン電極の他方と電気的に接続される出力端子と、を有するこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記第１トランジスタと前記第１導電体との間の第１絶縁体を有し、
　前記第１絶縁体の開口部には、第３導電体が設けられ、
　前記第３導電体は、前記第１導電体と接し、かつ前記第１トランジスタのソース電極ま
たはドレイン電極の一方と接することを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記第１導電体と前記第２導電体との間、前記第１トランジスタと前記第２トランジス
タとの間のそれぞれにトランジスタを有さないことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
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　前記第１領域と前記第２領域との間には、導電体を有さないことを特徴とする半導体装
置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項において、
　前記第１トランジスタのチャネル長方向と、前記第２トランジスタのチャネル長方向と
は、平行であり、
　前記第１トランジスタのチャネル形成領域と前記第２のチャネル形成領域とは、互いに
重なる部分を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一項において、
　前記酸化物半導体は、ｃ軸配向した結晶部を有することを特徴とする半導体装置。
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